Elektronik Labor 2

Vorbereitende Aufgaben:

Transistor als Verstarker mit Stromgegenkopplung
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1. Berechnungvon V,Ugc,Upe, | AU

v, =- RCFLLR =- ;;é; =-4,5 (R wird vernachlassigt
U - Ys _ 10V
T2V [+1) 2055)

Uge = Vy| U o = 4,500,91V = 4,00V

=0,91v

AU, =2, =2091V =182V

Die maximale Amplitude fir ein sinusformiges Eingangssignal bei dieser Auslegung ist

AU,

=0,91 .

2. Berechnungvon |, U cund R,

° B 32314

U g kann man der Eingangskennlinie entnehmen. (Aus Versuch 1 bereits vorhanden)

Uy = 700mV
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3. Berechnungvonr undr,
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(durch das groRe ¢, welches durch RE noch vergroRert wurde, kann man davon ausgehen,

dass I, = R.ist)

4. Prufen der berechneten Parameter
|z =12, 7uA
. =4,1ImA
U =41V
Uge =0,91V

5. Bestimmung der Spannungsverstarkung aus der Simulation
AU, =1V
AU, =4,4
-V, =-44
AUy =964mV =AU,



Transistor als Verstarker mit Spannungsgegenkopplung
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6. Dimensionierung von R.und R
lc =7,3mA
] _lc _7,3mA_ BUA
B 32314
U geaus Kennlinie ablesen > U = 715mV
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Ug= 7 =5V (fir maximale Ausnutzung des zur Verfligung stehenden

Spannungsbereichs)
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7. Berechnungvonr undr,

=R focll =10k +| — L
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8. Prufen der Werte durch Simulation
lc =7,29mA
Iz =22,5uA
Uy =4,28V
Uqe =5V

9. Ermittlung der Spannungsverstarkung in der Simulation
AU, =1V
AU, =8,83V
-V, =-8,83




Endstufenschaltung:
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10. Auslegung von R (bzw. R,)
B=124,1.=2,5mA R, = R, =22Q

U =Ry 0, = Ry 0= 22Q[2,5mA=55 mV

Aus der Eingangskennlinie des Transistors wird U 5 bestimmt = U, =632mV

U, =U,. +U o = 632MV +55mV= 687 mv

aus der Diodenkennlinie wird | ; bestimmt > | ; =9,15mA

Uy =—2-U_ =5V -0,687V = 4,313V

11. Testen der Einstellungen:

., =19,1uA

e, = 2,4mA
Upe, = 631ImV
U,, =684mV
., =-19,IuA
e, ==2,4MA
Upe, = —631MV
U,, =684mV



Aufnahme von Messwerten fiir verschiedene Werte der Eingangsspannung

U, (inV) Uy, (inmv) U g (in mV) Ugg, (inmv) Ug (inV)
3 677 269 674 2,69

5 668 443 691 4,43

-3 670 -0,413 393 -2,94

-5 694 0,072 166 -4,58
Begriindung:

Uber den Dioden kénnen nur Werte auftreten, die oberhalb der Schwellspannung auftreten,
daher liegen alle Werte in dem Bereich um 650-700mV, der Schwellspannung einer

Siliziumdiode. U ;g undU g, zeigen den Verlauf der Halbwellen bei der getrennten Endstufe.
In der positiven Halbwelle leitet der Transistor T,, es ist auBerdem ein Spannungsabfall tiber
R, zu erkennen. In der negativen Halbwelle liegt der Spannungsabfall tiberU ¢, unter der
Diodenschwellspannung, der Transistor sperrt und es ist kaum Spannungsabfall an R, zu
sehen.

Aus Ausgangssignal an R ist fast identisch mit dem Eingangssignal, eine 1:1 Ausgabe erfolgt

jedoch nicht. Dieses kann auch in der Simulation durch ein Erhéhen der Eingangskapazitat
nicht behoben werden.

12. Bestimmung von I,
AU, =10V
Ai, =41,1Q
- I, =243Q



